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はじめに 無機量子ドット蛍光材料は、印刷可能な次世代発光材料の１つとして大変注目されて

いる。高分子 ELで検討されている素子構造の発光層部分を量子ドット（QD）におきかえること

で、プリンテッド量子ドット発光ダイオード（QLED）の作製が可能となり、有機 EL技術と親和

性が高い。カドミウムによる環境への影響が考えられることから、カドミウムフリーQD による

デバイス作製が重要である。本研究では、フルオレン系高分子発光材料である poly(9,9- 

dioctylfluorene-alt-benzothiadiazole) (F8BT)を用いた逆構造素子の特性をもとに、コア・シェル構造

の InP/ZnSe/ZnSのカドミウムフリーQDを用いた QLED の発光特性改善に向けて検討を行った。 

実験及び検討  

 まず ITO 陰極上にゾル・ゲル法により ZnO 薄膜を成膜し、200℃で加熱処理した後、発光層に

は黄緑色発光高分子である F8BT（American Dye Source, ADS-133YE）を使用し、陽極として MoOx 

(5 nm)/Agを用いた。また ZnO と発光層の間のバッファ層として極薄膜(<5 nm)のフルオレン系高

分子電解質 PFN を用い、発光層と陽極の間には種々の正孔輸送性材料を使用して、素子特性の検

討を行った。ただし陰極と陽極以外は溶液プロセスで作製した。Fig.1 に示す PFN バッファ層と正

孔輸送層としてフルオレン系高分子 TFB を用いた F8BT 逆構造素子から、F8BT に起因する黄緑

色発光が得られ、3万 cd/m2を超える発光輝度を示した。この構造を元に、TFBからの青色発光を

抑えるため正孔輸送層としてポリビニルカルバゾール PVCz と TFBの積層の正孔輸送層を用いる

ことで Fig.2の ELスペクトルを示すように、発光層以外からの発光も見られるが、主に緑色発光

の QD に起因する 520nm付近に発光ピークを有する EL スペクトルが得られた。特性の詳細は当

日発表する。 
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Fig. 1. Typical device structure 
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Fig. 2 Typical EL spectra of inverted F8BT device and 

QLED. 
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